1. tiha vaja iz VISOKOFREKVENCNE TEHNIKE - 16.10.2015

1. schottky dioda izkorisca usmerniski pojav na spoju GaN(N)-kovina. Drugi prikljucek
diode je ohmski spoj GaN-kovina. Pri nazivnem toku 1mA v prevodni smeri znasa padec
napetosti na taksni Schottky diodi:

(A) 0.2v (B) 0.7v () 1l.ev (D) 4.2v

2. varikap diodo izdelamo iz silicija, v katerem je mobilnost elektronov px=3pe
priblizno trikrat vecja od mobilnosti vrzeli. Kako mora biti dopirano podroCje zaporne
plasti varikap diode, da bo kvaliteta Q najvi$ja in razmerje Cua/Cwwn Visoko?

(A) dopirano P (B) vseeno P ali N (C) nedopirano I (D) dopirano N
3. Pocasha usmerniska dioda ima c¢as rekombinacije manjSinskih nosilcev T=t.=10us.
KoliksSna je navidezna kapacitivnost diode C,=?, ko skozi diodo tecCe v prevodni smeri
tok I=1mA? Kapacitivnost zaporne plasti lahko zanemarimo. (ksT/g=26mv, n=1.6)

(A) 240uF (B) 0.24uF (O 24nF (D) 240pF

4. Z zero-bias silicijevo Schottky diodo izdelamo detektor visokofrekvencnih signalov.

Na vhod detektorja pripeljemo visokofrekvencno napetost v velikostnem razredu UvexlmVerr.
(keT/g=26mv, n=1) Izhodna enosmerna napetost napetost Upsc je tedaj sorazmerna:

(A) Upc=0ie Uyg? (B) Upc=0te/Uye (Q) Upc=cxeexp (Uve/26mV) (D) Upc=0te Uyve

5. Preboj v zaporni smeri silicijeve diode je_mocno nelinearen pojav. Iz cesa
ugotovimo, ali gre za tunelski pojav ali za plazovni preboj? Obkrozite NAPACEN odgovor!

(A) ostrina (B) kapacitivnost () Sum pri (D) prebojna
kolena spoja Cs preboju napetost

6. Bipolarni tranzistor uporabljamo v vezavi s skupno bazo, ki ojaca napetost vhodnega
signala. Tokovno ojacanje ojacevalnika s skupno bazo oznacuje parameter o«. Parameter «
vseh bipolarnih tranzistorjev se lahko giblje v mejah:

(A) 0<o<l (B) l<oi<oo (C) O<oi<oo (D) 1<|«|

7. Bipolarni silicijev PNP tranzistor ima pri enosmerni in zelo nizkih frekvencah
tokovno ojacanje Bo=300. Tokovno ojacanje B upade za -3dB pri frekvenci fz=800kHz.
Kolik3Sna je mejna frekvenca f:=? tokovnega ojacanja tega tranzistorja?

(A) 2.67kHz (B) 24MHz (C) 240MHz (D) 26.7GHz

8. Bipolarni tranzistor uporabimo v vezavi s skupnim emitorjem v ojacevalniku v razredu

A. Kolektor tranzistorja je prikljucen na uporovno breme in baterijo_Usr. Delovno tocko
v razredu A nastavimo tako, da brez izmenicnega vhodnega signala znasSa:

(A) Uce=Ugar (B) UBAT=UCE/2 (C) UCE=0 (D) UCE=UBAT/2
9. Tranzistor za izhodno stopnjo oddajnika_je izdelan kot vzporedna vezava velikega
Stevila bipolarnih tranzistorjev na istem Cipu. Sekundarni preboj zaradi toplotnega
pobega posameznih tranzistorjev preprecujejo zaporedni izenacevalni upori v:

(A) emitorju E (B) bazi B (©) kolektorju cC (D) B in C
10. HEMT (High Electron Mobility Transistor) dosega viSje ojacanje in boljse
visokofrekvencne lastnosti od podobnega poljskega tranzistorja iz enega samega
polprevodnika. Iz katerega od navedenih polprevodnikov NE izdelujemo HEMTov?

(A) GaAs (B) GaN (Q) siGe (D) 1InP

11. N-kanalni MOSFET z vgrajenim kanalom ima pragovno napetost Um(Io=0)=-2V. Tok ponora
doseze Ipss=40mA pri dovolj veliki napetosti Ups=10Vv, ko vrata G in izvor S kratko
sklenemo. Pri kateri napetosti Us=? tok ponora upade na I,=10mA?

(A) -2v (B) -1v (o) -0.5v (D) -1.5v

12. MocCnostni LDMOS tranzistor z induciranim kanalom N ima pri visokih frekvencah )
boljSe elektricne lastnosti od ostalih moCnostnih MOS tranzistorjev iz silicija zaradi:

(A) izenacevalnih (B) negativnega TK (C) visoke prebojne (D) izvor s
uporov v izvorih S upornosti kanala trdnosti DS in DG ozemljen na cipu

Priimek in ime: Elektronski naslov:



